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屋外高精度性能評価技術
～新STC補正法の開発～

研究の目的

本研究は新エネルギー・産
業技術総合開発機構
(NEDO)からの受託研究の

一環として実施されたもので
あり、関係各位に感謝する。

異なる条件下で測定された太陽電池性能を高精度に評価
するためには、実測したIV特性を基準条件STCのものへと
補正する手法が重要である。IEC608911)等に規定されてい

る補正方法では、事前に各種温度係数などの情報が必要
である、もしくは測定条件の異なるIV特性が複数必要である
など、実用上補正の実施が困難である場合が多かった。

本研究では、そのような事前情報や複数データを必要とし
ない新しいSTC補正技術を開発した。

・結晶シリコンPVモジュールやストリングの屋
外IV測定値一本だけから、温度係数等の事
前の情報不要でSTC補正を行う手順を開発。
・従来の手法よりも簡便かつ高精度（照度0.3

～1.2 kW/m2, デバイス温度10～70℃の広範
囲なIV特性で再現性＜約±2%：検証中）。
・屋外性能評価、O&Mに特に有効。
・薄膜太陽電池等への適用検討中。

・温度係数等（RS, a, b, k）を用い

てSTC IVを推定。

・係数の導出に多数の測定が必要。
実用的には精度が不十分だった。

・高精度な線型補間法の使用には
2~4個のIV測定値が必要。
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・RS, RSH, n等、IV特性のパラメータ
抽出に関する数多くの方式が報告
されている。2)-6)

・従来はセル特性評価用の解析が
主目的であり、照度温度補正を伴
うモジュールでのSTC補正の手順、
精度は明らかではなかった。

従来：JIS, IECのSTC補正

従来のパラメータ抽出法

本研究

・一本の低照度IV特性からSTC
IVを高精度に推定（AM1.5G,
1 kW/m2, 25℃）。
・温度係数等の事前の情報が
不要。
・PVセル、モジュール、ストリン
グ共に適用可能。
・約0.3 kW/m2の低照度IV特性
からも高精度STC補正が可能。
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図１ STC補正手順の概略。屋外測定IV①からダイオード理想係数nと直列抵抗RSを導出。
【要点１】モジュール、ストリングではIV特性の傾きが、シャント抵抗RSHよりもセル間の電流ばら

つきによって大きく影響される。⇒②④のRSHの取り扱いに要注意（図では割愛）。
【要点２】IV特性測定値は離散的。⇒図2のn, RSの導出式として微分形でなく差分形の (2)式を使

用。式ではRSHの項は省略した。
【要点３】電圧の温度補正に用いるn, Egが

7)、パラメータ抽出したものと異なる場合があることを
考慮する必要がある。
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図２ 屋外の様々な照度温度で測定した結晶シリコン太陽電池モジュールのIV特性（左図）から
本研究の方法で推定したIV特性の一例（右図）。±1%以内の高い再現性が得られた。
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